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RESUMEN 
En este trabajo se presentan los resultados del ensayo de diodos rectificadores a frecuencias superiores a las 
industriales. 
Se analizan diodos semiconductores estándares y diodos denominados rápidos. 
Confrontando ambos resultados. 
La implementación de convertidores para la regulación y control de la microgeneración eléctrica, conforme a 
los lineamientos del proyecto de investigación 16/I091. Se hace indispensable en uso de componentes 
electrónicos (por ej. Diodos rectificadores) que trabajen a frecuencia relativamente elevadas (del orden de los 
kHz). 
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